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های جدید و  MAR حافظه های موقت کامپیوتر یا همان حافظه رم و معرفی انواع رم کامپیوتر وآشنایی با 
 ها MAR از نظر سرعت و کارایی 3RDD و رم 2RDD و رم RDD مقایسه رم
است یکی از اصلی ترین قسمتهای  yromeM sseccA modnaR این نوع حافظه ی مشهور کامپیوتر که مخفف عبارت
-ها که حافظه های فقط خواندنی هستند ، از نوع خواندنی MOR حساب می آید. این حافظه ها بر خلافکامپیوتر به 
 نوشتی می باشند از اینرو نقش کلیدی تری را به بعنوان حافظه بازی می کنند. زیرا به اطلاعات آنها دسترسی کامل داریم.
قرار می گیرد . دلیل این امر کاملا  MAR شود رویبطور کلی اطلاعات مربوط به برنامه هایی که می خواهیم اجرا 
 )draH ksiD (روشن است. این رم ها دارای سرعت بالایی در خواندن و نوشتن می باشند در حالیکه حافظه دیسک سخت 
یا همان پردازنده قصد پردازش اطلاعات ما را دارد. مشخص است که  UPC به این سرعت نیست. حال تصور کنیم که
ار بالای تحلیل سی پی یو با سرعت پائین هارد دیسک همخوانی نداشته به همین جهت از حافظه های موقتی سرعت بسی
استفاده می کنیم. پس می توان گفت که حافظه های رم برای برقراری تعادل بین هارددیسک و پردازنده می  MAR به نام
 باشد.
ظه رم بطور کلی از میلیون ها سلول که محل ذخیره بیت رم ها ساختار پیچیده در عین حل ساده ای دارند. یک حاف
های اطلاعاتی است ساخته شده که هر سلول از یک خازن و یک ترانزیستور تشکیل شده است. خازن ها وظیفه ی نگه 
داشتن یک واحد داده را دارند که بصورت صفر و یک شمرده می شوند. یعنی این خازن ها یا پر هستند ( یک ) یا خالی 
ستند ( صفر ) . ترانزیستورها بعنوان تقویت کننده های حسی ، نقش هماهنگ کننده ای را دارند که آیا اطلاعات از ه
 خازنشان خوانده بشود یا خیر !
در حافظه های رم ، شما در هر زمان دلخواه می توانید به داده ها دسترسی داشته باشید. همانطور که قبلا هم گفته 
قت هستند و از آنجایی که محل ذخیره سازی دائمی اطلاعات به شمار نمی آیند با قطع شدن برق شد این حافظه ها مو
آشنا شدیم به تعریف نوعی از این حافظه  MAR  مفهوم  تمام اطلاعات موجود بر روی آنها هم از دست می رود. حال که با
 هز شده اند.های موقت می پردازیم که امروزه تقریباً تمامی سیستم ها با آنها مج
 :  MARD
حافظه با دستیابی مستقیم پویا رایجترین نوع رم است. به این خاطر ( nyDyromeM sseccA modnaR cima  )
است. تازه شدن به این معنا که محتویات خوانده شده  ( hserfeR  )پویا نامگذاری شده است چون دائما در حال تازه شدن
های کوچک تشکیل شده است. هر کدام ری خارنساز یک . MARD شودنوشته میبروی آن   بلافاصله دوباره MARD از
 ها انرژی را آهسته و به کندی از خود عبور از این خازن
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 :  MARS
گیرند و اغلب در جاهایی مورد استفاده قرار می MARD حافظه با دستیابی مستقیم ایستا کمتر از( MAR citatS  )
ها را با توان وانرژی زیاد دارا هستند، بدون ی دادهتوانایی ذخیره. MARS روندکه سرعت خیلی بالا لازم است به کار می
ها دارند و قیمت گرانتری نیز  MARD سرعت بیشتری نسبت به MARS هایرم ( hserfeR  .)نیاز به تازه شدن
 ت.ه شده بروی آنها از بین خواهد رفاگر انرژی خود را از دست بدهند، تمام محتویات ذخیر MARD و. MARS دارند
 :  MARDS
است که  MARDحافظه با دستیابی مستقیم پویای همزمان، نوع دیگری از( MAR cimanyD suonorhcnyS  )
 امین را به سرعت بخواند و بنویسددهد تا فراین توانایی را می MARDS است. این همزمانی به UPC سرعت آن همزمان با
سرعت بالا در اینجا این امکان را فراهم می سازد تا رم در حین پذیرش و اجرای یک دستور به صورت  (enilepiP)م مفهو
 .هم زمان به پردازش دستور دیگر بپردازد
  3RDD، 2RDD ، RDD ، RDS موجود می باشد MARDS چهار مدل مختلف از
 : RDD
) می باشند  yromeM sseccA modnaR cimanyD suonorhcnyS (ها  MARDS ین حافظه ها که نسل جدیدترا
 تکنولوژی جدیدتری در ساخت آنها لحاظ شده است.
است. این رم ها قابلیت انتقال دو مقدار داده را در یک واحد زمانی دارند. همین  etaR ataD elbuoD مخفف RDD
امر نشان از سرعت به مراتب بالاتر آنها نسبت به نسل قبل خود دارد. این نوع حافظه ها نسبت به انواع قبلی خود به ولتاژ 
افظه ها وجود دارد فرکانس کاری بالاتر آنهاست. پائین تری برای عملکرد نیاز دارند. نکته ی دیگری که در مورد این نوع ح
هرچه فرکانس کاری آنها بالاتر باشد ظرفیت انتقال دیتای بالاتری خواهند داشت فلذا انتخاب مناسب تری برای کاربران 
اندازید خود نگاهی بی )draoBrehtoM(خواهند بود. لازم به ذکر است که قبل از خریداری این نوع رم ها باید به مادربورد 
 تا مطمئن شوید که از این نوع رم پشتیبانی می کند یا خیر.
ها را با سرعت بیشتری دارند و داده RDS هایاین نوع رم پهنای باندی دوبرابر پهنای باند رم ( etar atad elbuod ) 
 .اندداده 2RDD هایجای خود را به رم RDD هایدهند. امروزه رمانتقال می
 : 2RDD
ها هستند. فرکانس کاری آنها بالاتر از نوع قبل و توان مصرفی و ولتاژ کاری آنها بهینه شده  RDD ها نسل دومین رم ا
 یعنی کاهش پیدا کرده است.
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ن رم ها مدتهاست که دارای شهرت بالایی هستند. بسیاری از سیستم های خانگی ما امروزه به این رم ها مجهز شده ای
 ، در بالاترین رده قرار داشتند. ، در نسبت قیمت به کارایی 3RDD اند. این نوع رم ها ، تا قبل از ورود برادر سومشان یعنی
شوند. هایی از حافظه ذخیره میها در خانهآن دادهاست که در  MARDS  هایین رم نوعی از رما
 های دادهدارد، مثل چگونگی انتقال داده، اما تفاوتی نیز وجود دارد. گذرگاه RDD های زیادی بهشباهت 2RDD اگرچه
کنند. این تفاوت به شکل اساسی به نسبت به زمان سرعت انتقال را دو برابر می 2RDD هایرم( SUB  )
در  RDD به 2RDD هایکارایی داشته باشند. البته مزیت رم RDD  هایدو برابر رم دهد کهاجازه می RDD2 هایرم
کنند نیز استفاده می ( reffuB  )های میانجیاز یکسری حافظه 2RDD هایی آن است. رمهای دادهفرکانس بالای گذرگاه
های این نوع رم گرانتر البته بسته ( 2 tiB ) .کنندمی DDR هایرا دو برابر سرعت واکشی رم ( hcteF  )که سرعت واکشی
 .و پرخرج تر از نوع قبلی آن است
 : 3RDD
و پشتیبانی آنها در  7i میلادی یعنی همزمان با معرفی پردازشگرهای 2008شاید بخاطر داشته باشید که در سال 
معرفی و عرضه شدند.  3RDD پرسرعتی به نامهای  MAR های مدرن مجهز شده بودند ، tespihC مادربورد هایی که به
به سرعت محصولات  UPC ها تا حدی پرسرعت و در نوع خود بی نظیر هستند که شرکتهای سازنده مادربورد و MAR این
 2با اختصاص کانالهایی که قابلیت انتقال  MAR خود را با آن تطبیق داده و از آن پشتیبانی کردند. سازندگان این نوع
 تا را در واحد زمانی دارد ، موفق به ساخت این محصول بی نظیر شدند.مقدار دی
  :ویژگی متفاوت 3است البته با  2RDD هایی رمین نوع رم ارتقا یافتها 
  ( etar kcolc )سنجیپهنای باند بیشتر به علت افزایش نرخ زمان )1
 کاهش مصرف برق به علت تکنولوزی ساخت متفاوت )8
 بیتی 2با سرعت واکشی  ( reffuB )  های میانجیدارای حافظه )3
قرار نمی گیرد) و شما برای استفاده  2RDD و RDD  این رم ها با انواع قبلی خود سازگاری نداشته (یعنی در اسلات
 از آنها مجبور خواهید بود مادربورد و پردازنده خود را نیز عوض کنید.
 
 3RDDو2RDDمقایسه رم 
  
 
  پژوهشیدانستنی های  5
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه 
 دانشکده پیراپزشکی
 : 3RDDو2RDDوRDD تفاوت رم های
از دو نوع دیگر مصرف  3RDD وجود دارد مصرف برق آنهاست که 3RDD ,2RDD , RDD هایکه بین رم یفاوتت
ها نیز برق کمتری دارد درحالیکه فرکانس بیشتری نیز نسبت به آنها دارد. هرچه فرکانس بالاتر باشد سرعت انتقال داده
ها را نیز شود و عمر باتری آنها میت کاهش گرما در آنهای قابل حمل باعبیشتر است. در ضمن ولتاژ پایین در رایانه
 دهدافزایش می
 .
 RDDتفاوت ظاهری بین رم های 
daeR / yromeM sseccA modnaR(- )yromeM etirW یا خواندن و نوشتن حافظه تصادفی
  )MAR( مرَ یا
دهد تا مستقیماً های ذخیره شده اجازه میاست. یک رم به داده ایرایانه سازی موقت اطلاعاتنوعی حافظه برای ذخیره
دی وی  ،ها دی سی های ذخیره داده مثل هارد دیسک ها،در هر مرحله تصادفی در دسترس باشند در مقابل دیگر رسانه
رام اطلاعات را به خاطر محدودیت طراحی مکانیکی های ابتدایی مثل حافظه دو نوارهای مغناطیسی و نیز انواع حافظه هادی
بستگی به مکان ان  هاداده کند بنابراین زمان دسترسی بهخواند و ثبت میبه طور متوالی در مراحل ازپیش تعیین شده می
 .دارد
 
ها ها حافظه دسترسی تصادفی نیستند به طوری که داده MARDامروزه رم شکل کامل مدار گرفته است انواع جدید
 .شوند هر چند اسم شبیه هم دارندپشت سر هم خوانده می
های سخت هنوز حافظه دسترسی تصادفی حتی در دریافت HSALF RON,PTO,MOR,MARSاگرچه خیلی از انواع
ها اطلاعات ذخیره ها وابسته است که در این حافظه MARDهای فرار مثل. رم به طور معمول به انواع حافظههستند
 د.روشود و با خاموش شدن، اطلاعات از بین میمی
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به خوبی رم   HSALF RONبه نام مموری فلش ویک نوع)MOR( های غیر فرار مثل اکثر رام هاانواع دیگر حافظه
 د.هستن
 تاریخچه
دند. در کرمیکامپیوترهای اولیه از دستگاه تقویت نیروی برق یا خطوط تاخیری برای عملکرد اصلی حافظه استفاده 
های مورد نیاز غیر متوالی از تواند به کم هزینه بسط داده شود ولی بازیابی از ایتمسیستم های هانی ول . حافظه درام می
سرعت است. چفت لوله لامپ سه قطبی ازخلا ساخته شده است وبعد از ان از ترانزیستورهای  سازیبهینه درام به منظور
ت ها وثبت امارها مورد استفاده قرار گرفهای کوچکتر و سریعتر مثل دسترسی تصادفی ثبت نام بانکگسسته برای حافظه
بسیار پرهزینه است در کل فقط چند صد یا چند هزار بیت چنین چنین ثبت امار نسبتاً بزرگی برای تعداد زیادی داده 
 ت.هایی ارائه شده اسحافظه
برداری شد. ساخته و بهره۱۹۴1که در سال بود  ebut smailliWاولین رم که به طور عملی مورد استفاده قرار گرفت
کرد از انجا که پرتو الکترونی لوله پرتو کاتدی ذخیره می کاتدی پرتو ها را به عنوان نقاط شارژالکتریکی برروی لولهداده
  smailliWتصادفی است. ظرفیت توانند در هر مرحله نقاط شارژ الکترونی را بخوانند و ثبت کنند حافظه دسترسیمی
 د.چند صد تا حدود چند هزار بیت بود ولی بسیار کوچکتر سریعتر و کارامد تر از لامپ سه قطبی بو ebut
توسعه یافت ونمونه گسترده حافظه دسترسی 0۱۴1اختراع شد و تا دهه  ۱۹۴1در سال مغناطیسی هسته حافظه
توانند در هر حلقه یک هر حلقه می مغناطیسی نیروی ای مغناطیسی است با تغییرهتصادفی شد وابسته به مجموعه حلقه
ها را انتخاب کرد خواند یا ثبت کرد و توان انها را دارد که میز سیم ادرسای ابیت داده ذخیره شود هر حلقه مجموعه
پذیر است. حافظه هسته مغناطیسی تا زمانی که با حافظه حالت جامد در مدارات دسترسی به هر قسمت حافظه امکان
را )MARD(دفی پویاحافظه دسترسی تصاdranneD.H treboR .)جایگزین شد استاندارد بود0۱۴1مجتمع (در اوایل دهه 
ترانزیستوری برای هر بیت کرد و تا حد زیادی  ۹یا۹اختراع کرد که یک ترانزیستور را جایگزین مجموعه  2۹۴1در سال 
شدند وباید هر باعث افزایش چگالی حافظه در ازای نوسانات شد اطلاعات در خازن کوچک هر ترانزیستور ذخیره می
 .دشدنقبل از اینکه شارژ خالی کنند به روز می ثانیه میلی چند
 حافظه مجازی
شناخته  حافظه مجازی گیرند که به نامهای مدرن روش گسترش ظرفیت حافظه را به کار مییشتر سیستم عامل
شود بخشی از هارد دیسک کامپیوتر در کنار تنظیم برای صفحه بندی فایل یا یک پارتیشن ابتدایی ترکیبی از حافظه می
گیگ  1گیگ حافظه رم و  8دهند (برای مثال اگر کامپیوتر فایل صفحه بندی کل حافظه سیستم را تشکیل میسیستم و 
شود گیگ است). وقتی حافظه سیستم کم می3حافظه فایل صفحه بندی داشته باشد کل حافظه در دسترس سیستم عامل 
شود و همچنین برای بازگردانی د منتقل میهای جدیبخشی از رم به فایل صفحه بندی برای ایجاد فضایی برای داده
به  شود چون هارددیسکشود استفاده بیش از حد از این مکانیزم مانع عملکرد کلی سیستم میاطلاعات قبلی استفاده می
 ت.مراتب از رم کندتر اس
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 تررافراهم میاوردکامپیونررابخش بندی کرده وامکان عملکردان به صورت درایوسریع  MARافزاری که قسمتی ازیکنرم
دهد، اطلاعات ذخیره شده راهنگام خاموش شدن کامپیوترازدست می  KSID MARنامیده میشودیکKSID MAR
 د.مگراینکه حافظه دارای یک منبع باتری اماده بکارباش
 MAR WODAHS
  ETIRW/DAERهکم سرعت به منظورکوتاه ترکردن زمان دستیابی، برای حافظ MORگاهی اوقات، محتویات تراشه
هنگام تغییرمکان اولیه حافظه برروی بلوک مشابه به ادرس ها (اغلب غیرقابل رایت)، غیرفعال  MORشود. تراشهکپی می
های جاسازی شده مشود، درهردوی کامپیوترهاوسیستگفته می GNIWODAHSنشود. این فرایند، که به امی
 ت.بسیارمتداول اس
 “WODAHS استفاده"درکامپیوترهای معمولی اغلب دارای یک گزینه به نام SDIB،بعنوان یک نمونه رایج 
به جای ان  MOR SOIBهای مربوط بهیامشابه ان است. بافعال سازی ان، توابع وکاربردهای متکی به دادهSOIB
باعث ویاکنند. این امربسته به نوع سیستم ممکن است منجربه افزایش کارکردنشده استفاده می MARDهایازموقعیت
 ردک، به سیستم عملMAR WODAHSبعنوان مثال، ممکن است برخی از سخت افزارهاهنگام استفاده از ناسازگاری گردد
به وسیله دست  اندازیراه پس ازSOIB توانددربرخی ازسیستم هافرضی باشد، زیراسترسی نداشته باشد. این مزیت مید
 د.شومی هاکوچک WODAHS MARخالی نیز باتوجه به اندازه ٔ، مورد استفاده قرارنمیگیرد. حافظهافزارسخت یابی مستقیم
 پیشرفت های اخیر
باشد. تکنولوژیهای غیرفرارباقابلیت حفظ اطلاعات هنگام خاموش شدن درحال توسعه می MARزچندین نوع جدیدا
ها، یک  MARMاولباشد. درمیان نسل های بااستفاده ازاثرتومل مغناطیسی میهای کربنی وروشبکاررفته شامل نانوتیوب
 د.میکرومتری ساخته ش0٫21بااستفاده ازتکنولوژی 3008مغناطیسی درتابستان  MAR تراشه
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